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Fabrication and Electric Characteristics Evaluation of GaN-MIS Capacitor with BN 
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【はじめに】パワーデバイスのノーマリーオフ動作・大電流・高周波動作化に期待できる GaN-MIS

トランジスタ実現のためには、ゲート絶縁膜の信頼性向上が必要不可欠である。しかしながら、

GaNデバイスにおける絶縁膜は何れも堆積膜であり、絶縁性の向上や絶縁膜/GaN界面における界

面準位の低減が要求されている。そこで本研究では、窒化ホウ素（Boron Nitride: BN）を絶縁膜に

用いた GaN-MISキャパシタの電気特性評価を行った。2次元構造を有する六方晶 BNを界面に導

入することで、界面における電子移動度の向上に期待できる[1]。 

【実験】用いた基板は n型 GaN自立基板である。GaN基板裏面へ Ti/Al/Ti/Auを 20/100/20/150 nm

蒸着し、N2中 650℃ 5 min間のアニールによってオーミック電極を形成後、RFマグネトロンスパ

ッタ（QAM-4, ULVAC）を用いて基板表面へ BNを 10 nm製膜した。試料の絶縁性を向上させる

ため、スピン・オン・グラスを用いて BN膜上に SiO2を 80nm製膜し、Ni/Auを 20/200 nm蒸着し

て GaN-MISキャパシタを作製した。 

【結果と考察】図 1に作製した GaN-MISキ

ャパシタの 1MHzにおける C-V特性を示す。

図 1において、赤い測定点は BN/SiO2を用い

た GaN-MIS キャパシタ、青い測定点はリフ

ァレンスであるSOGのみのGaN-MISキャパ

シタの C-V 特性である。SOG のみの試料で

はフラットバンド電圧のシフトとヒステリ

シスが観測され、この現象は GaN 側から絶

縁膜への電子注入に起因していると考えら

れる。BNを導入することでフラットバンド

電圧シフトおよびヒステリシスが抑制され、BN/GaN 界面への電子捕獲を低減できる可能性が示

唆された。講演では製膜条件の異なる BNを用いた GaN-MISキャパシタに関する絶縁性と界面準

位に関して詳しく報告する。 
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Fig. 1 C-V Characteristics of GaN-MIS Capacitors 
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